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 本実験では 2 極直流スパッタ法により、GaAs 基板上に CoPt 磁性薄膜を作製







CoPt は 111 方向に成長し、バイアスを印加すると結晶性が上昇。一方 Co/Pt
原子組成比は減少する。基板温度 200℃のときは Coが基板内部へ選択的拡散し
膜内の Co が減少する。これは薄膜形成中の蒸着原子(Co、Pt)の移動度を増加す
る一方で Coを選択的にスパッタすることによる。また基板温度 200℃のとき Ga
が薄膜側に拡散している。薄膜の飽和磁化と保磁力は室温と 200℃ともにバイア
ス 0V のときがもっとも大きい値をもちヒステリシスループの形は角型に近づ
く。また飽和磁化、保磁力ともに室温基板の方が大きい、これは高温基板上の薄
膜は基板と反応したためと考えられる。以上の薄膜試料の膜厚はほぼ 30nmであ
り、200℃バイアス-150V では膜と基板の界面近傍がなだらかになっており界面
反応を起こしているがわかった。 
